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STRESZCZENIE

Heterostruktury AlGaN/GaN typu HEMT (High Electron Mobility Transistors), ze wzgledu na
swoje unikalne witasciwosci stanowig podstawe konstrukcji tranzystoréw mikrofalowych, w tym na
zakres THz. Jest to zwigzane z duzg nasycong predkoscig unoszenia elektrondw 2DEG w kanale
tranzystora i duzym maksymalnym napieciem przebicia. Rekordowe gestosci mocy uzyskane w tych
tranzystorach przekraczajg, w przypadku heterostruktur osadzanych na podtozach SiC, 10W/mm?2
przy 40 GHz oraz 2W/mm?2 przy 80 GHz. Sg to rekordowe wartosci niemozliwe do uzyskania na
bazie innych uktadéw materiatowych (Si, GaAs czy InP). Niezaleznie od ogromnego postepu, ktéry
dokonat sie w okresie ostatnich paru lat, szereg istotnych probleméw musi by¢ rozwigzanych aby
w petni wykorzysta¢ mozliwosci heterostruktur AlGaN/GaN typu HEMT do wytwarzania
tranzystoréw mikrofalowych.

Na podstawie badan prowadzonych w WEMIF PWr, nad opracowaniem konstrukcji
i technologii tranzystoréw mikrofalowych na pasmo C i X zostang przedstawione wymagania
odnosnie technologii przyrzagdowych oraz przedyskutowany ich wptyw na parametry wytwarzanych
przyrzadow.



